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ELEMENT FOR INCLUSION IN CHIP CARDS

RE ZUM EINBAU IN CHIP-KARTEN

(57) Abstract

The invention concerns a substrate element 36
for integrated circuits or semiconductor chips,
comprising a carrier element in the form of a flexi- ,

(54) Title: SUBSTRATE ELEMENT WITH AT LEAST ONE INTEGRATED CIRCUIT, IN PARTICULAR A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: TRAGERELEMENT MIT WENIGSTENS EINEM INTEGRIERTEN SCHALTKREIS, INSBESONDE-
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ble support foil (2) whose surfaces have contact ]
zones (4), conductor tracks and connection points
(6) for the semiconductor chip (7). The substrate
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element has a stiffener ring (8) whose resistance to, 1 I

flexural stress is greater than that of conventional
ISO standard chip cards. Substrate elements (1) of
this kind can be manufactured by a fully automatic
process as flat strips. In chip cards (36) with sub-
strate elements (1) of this kind, the stiffener ring

chanical damage.

(57) Zasammenfassung
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forms, in conjunction with the flexible support foil (2), a cell rigid in use, thus protecting the semiconductor chip (7) from me-

Fin Tragerelement fiir integrierte Schaltkreise bzw. Halbleiter-Chips bestehend aus einem Trégersubstrat in Form einer fle-
xiblen Trigerfolie (2), auf deren Oberflichen Kontaktflichen (4), Leiterbahnen und Anschlupunkte (6) fiir den Halbleiter-Chip
(7) vorgesehen sind, wird mit einem Versteifungsring (8) versehen, dessen Biegesteifigkeit groBer ist als die Biegesteifigkeit her-
kdmmlicher Chip-Karten in ISO-Norm. Diese Trégerelemente (1) 1assen sich in Form von Flachbidndern vollautomatisch herstel-
len. In Chip-Karten (36) mit derartigen Trigerelementen (1) wirkt der Versteifungsring (8) im Verbund mit der flexiblen Trigerfo-
lie (2) als verwendungssteife Zelle und schiitzt dadurch den Halbleiter-Chip (7) vor mechanischer Zerstorung.

* Siehe Riickseite
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Trigerelement mit wenigstens einem integrierten Schaltkreis,
insbesondere zum Einbau in Chip-Karten

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Trigerelement mit we-
nigstens einem integriertem Schaltkreis bzw. Halbleiter-
Chip, insbesondere fiir den Einbau in sogenannte Chip-Karten.

Chip-Karten finden immer breitere Verwendung als Identifika-
tions-, Kredit- oder Buchungskarten und dergleichen. Um die
Herstellung dieser Karten rationell und kostengiinstig zu ge-
stalten, wird als Trégerelement vorzugsweise ein Halb-
fabrikat verwendet, bei dem auf einer mit Leiterbahnen ver-
sehenen flexiblen Trégerfolie ein oder mehrere integrierte
Schaltkreise in Form von Halbleiter-Kristallen montiert
sind. Die Kontaktierung der integrierten Schaltkreise bzw.
Halbleiter-Chips mit entsprechenden Anschluppunkten auf der
flexiblen Trédgerfolie geschieht {iblicherweise entweder mit-
tels Bond-Verfahren (z.B. DE-0S 32 35 650) oder mittels Di-
rektkontaktierungs-Verfahren (z.B. DE-AS 29 20 012). Bei der
Kartenherstellung werden diese Tri#gerelemente in passend ge-
formte Ausparungen des Kartenmaterials eingesetzt. Beim Ver-
pressen von Chipkartenlaminaten und Trigerelementen treten
je nach verwendetem Verfahren Driicke bis zu 160 bar auf. Da-
bei werden die empfindlichen integrierten Schaltkreise bzw.
Halbleiter-Chips hdufig beschi#digt. Auch die beim Gebrauch
von Chip-Karten auftretenden Verbiegungen und daraus resul-
tierende Biegekr#dfte koénnen zu einer Beschidiqung der Halb-
leiter-Chips fiihren. Um derartige Beschidigungen zu ver-
meiden bzw. zu reduzieren, ist es beispielsweise aus der DE-
05 36 39 630 bekannt, den bereits mit dem Trigerelement ver-
bundenen Halbleiter-Chip durch eine Schutzfolie aus einem
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Material mit hohem elastischen Deformierungsvermégen abzu-
decken.

Durch die Verbiegungen beim Kartengebrauch kommt es auch im-
mer wieder vor, daff an der Nahtstelle zwischen Halbleiter-
Chip und Kartenmaterial Risse auftreten und unter extremen
Bedingungen der gesamte Halbleiter-Kristall aus der EKarte
herausbricht. Um dies zu vermeiden ist es beispielsweise aus
der EP-A 0 211 360 bekannt zwischen Halbleiter-Chip und Kar-
tenmaterial eine diinne verstdrkende Schicht, beispielsweise
aus einem diinnen Netzgeflecht, vorzusehen.

Wenn die Halbleiter-Kristalle bzw. Halbleiter-Chips durch
Bonden mit den entsprechenden Anschlufpunkten auf der flexi-
blen Trigerfolie verbunden werden, werden die Bond-Drihte
und der Halbleiter-Chip {iblicherweise mit einer Guf- bzw.
Abdeckmasse versehen. Diese Guf- oder Abdeckmasse schiitzt
natiirlich nicht nur die Bond-Drihte sondern auch den Halb-
leiter-Chip. Um diese Gufmasse im fliissigen bzw. halbfliissi-
gen Zustand gezielt aufbringen zu kdnnen, ist es beispiels-
weise aus der DE-0S 32 35 650 bekannt, dasg Triagerelement mit
einem dem Halbleiter-Chip samt Bond-Drihten umgebenden ring-
férmigen Begrenzungsrahmen zu versehen. Dieser Begrenzungs-
ring fir die Abdeckmasse besteht tiblicherweise aus Glasepoxy
oder PVC. Aufer dem Ausgiefen des Bereichs innerhalb des
ringfdrmigen Begrenzungsrahmens mit Epoxydharz oder Silikon-
kautschuk weist die aus der DE-0S 32 35 650 bekannte Chip-
Karte bzw. Trdgeelement keinerlei weitere Vorkehrungen zum
Schutz des Halbleiter-Kristalls auf. Es besteht daher die
Gefahr, dap beim Verpressen der Trigerelemente mit den Chip-
kartenlaminat bzw. beim Gebrauch der fertigen Chip-Karte Be-
schddigungen des Halbleiter-Kristalls auftreten.

Aus der DE-OS 29 42 422, von der der Anspruch 1 im Oberbe-
griff ausgeht, ist es bekannt, den Begrenzungsrahmen fiir die
Verguf- bzw. Abdeckmasse gleichzeitig aus Verstdrkungsrahmen
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fiir das Trdgerelement auszubilden. Dieser Verst&drkungsrahmen
ist am Rande der Tr#igerplatte bzw. des Trédgerelements ange-
ordnet und dient dazu, die Trdgerplatte als Ganzes geniigend
zu versteifen. D. h. die Trdgerplatte wird durch den Ver-
steifungsring nur soweit versteift, dap sie dennoch die "er-
forderliche Biegsamkeit" aufweist. Erforderliche Biegsamkeit
heift in diesem Zusammenhang, daf die durch die ISO/DIN-Norm
fiir die Chip-Karten geforderten Belastungen, insbesondere
Biegebelastungen, nicht zu einer Zerstdrung oder Funktions-
beeintrdchtigung der Chip-Karte fiilhren. Da die aus diesem
Stand der Technik bekannten Versteifungsrahmen am Rande des
Tr&gerelements bzw. der Trédgerplatte angeordnet sind, ist es
unvermeidlich, dap bei derartigen Biegungen die empfindli-
chen Halbleiterkristalle mechanisch beansprucht werden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher ein Tréiger-
element fiir integrierte Schaltkreise sowie ein Verfahren zu
dessen Herstellung zu schaffen, bei der bzw. bei dem trotz
rationeller und kostengilinstiger Herstellung die empfindli-
chen Bauteile sehr gut gegen mechanische Belastungen ge-
schiitzt sind. Weiter ist es Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung eine mit einem derartigen Tri#gerelement versehene Chip-

Karte zu schaffen.

Die L&sung dieser Aufgabe erfolgt durch die Merkmale der An-
spriiche 1 bzw. 12 bzw. 16.

Dadurch, daf der Versteifungsring eine wesentlich hdhere
bzw. grépere Biegesteifigkeit aufweist als das flexible Tri-
gersubstrat, d.h. der Versteifungsring im Vergleich zum Tri-
gersubstrat v8llig steif ist, k&énnen Biege- und Torsionsbe-
anspruchungen des Trdgersubstrats nicht zur Beschidigung des
von dem Versteifungsring umschlossenen Halbleiterkristalls
fiihren. Der nur einen Teil der Fldche des Trigerelements
einnehmende Verstidrkungsring wirkt im Verbund mit dem fle-
xiblen Trégersubstrat bei s#mtlichen Biege- und Torsionsbe-
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anspruchungen des Trégersubstrats als verwindungssteife
Zelle und schiitzt dadurch den Halbleiter-Kristall vor mecha-
nischen Beanspruchungen. Grundsdtzlich sollte der Verstir-
kungsring den Halbleiterkristall m&glichst eng umschliefen,
um den starren bzw. steifen Bereich mSglichst klein zu hal-
ten. Der minimal notwendige Abstand zwischen dem Halbleiter-
kristall bzw. zwischen den Halbleiterkristallen und dem In-
nenrand des Verstdrkungsringes wird durch den fiir die elek-
trische Verbindung des Halbleiterkristalls benétigten Raum
bestimmt.

Die Biegesteifigkeit eines Kérpers wird im wesentlichen
durch seine geometrische Form und das Material bzw. genauer
durch den Elastizit#tsmodul des Materials bestimmt. Die
ideale Form fiir den Verstdrkungsring ist kreisringférmig, da
dann die angreifenden Krifte optimal von dem Verst#rkungs-
ring aufgenommen werden. Um in jedem Falle eine geniigend
hohe Biegesteifigkeit des Versteifungsringes zu gewdhrlei-
sten, wird bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform Material
mit einem Elastizitdtsmodul von iiber 500 N/mm2 verwendet.

Eine geniigend hohe Biegesteifigkeit kann durch die Verwen-
dung von geeigneten Metallen bzw. Metall-Legierungen gew#hr-
leistet werden. Dariiberhinaus weisen Metalle noch den Vor-
teil auf, dap sie gegeniibber den bei der Kartenherstellung
auftretenden Temperaturen und Driicken (ca. 160 bar, ca.
180°C) unempfindlich sind. Insbesondere behalten Metalle bei
den fraglichen Driicken und Temperaturen ihre Formstabilitdt,
so dap der Halbleiterkristall wihrend der Chip-Karten-Her-
stellung, d. h. widhrend dem Verpressen der verschiedenen La-
minatschichten, sehr gut geschiitzt ist.

Dariiberhinaus ist Metall fertigungstechnisch leicht zu hand-
haben. Als bevorzugte Materialen werden fiir den Ring die Le-
gierungen CuSn6é, 195 HV (HV = Hirte nach Vikers) oder CrNi
17/7, 220 HV verwendet.
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Da der Versteifungsring gemdf der vorliegenden Erfindung na-
tiirlich nach wie vor auch die Funktion eines Begrenzungsrah-
mens fiir die Abdeckmasse erfiillt sind damit keinerlei ferti-
gungstechnische Nachteile bzw. Mehraufwand verbunden. Wird
der Versteifungsring zus&dtzlich mit Marken fiir optische Er-
kennungssysteme, z.B. von Handhabungsautomaten und Bondma-
schinen, versehen, wird zum einen die vollautomatische Po-
sitionierung des Versteifungsringes auf der flexiblen Tri-
gerfolie erleichtert bzw. ermdglicht und zum anderen dienen
diese Marken bzw. Markierungen auch der Positionierung von
vollautomatischen Bond-Maschinen bzw. Bond-Automaten. Diese
Marken fiir optische Erkennungssysteme k&nnen beispielsweise
in Form von in das Innere des Ringes vorspringende Zapfen
ausgefiihrt sein.

Das erfindungsgemiéife Trdgerelement ist besonders zum Einbau
in sogenannte Chip-Karten geeignet. Das diinne Trigersubstrat
1ldpt sich sehr gut mit dem den Kartenlaminaten verpressen,
so dap ein unbeabsichtigtes Herausldsen des Halbleiterkri-
stalls wadhrend des Gebrauchs der Karte nahezu ausgeschlossen
ist. Das Trédgerelement ist zumindest im Randbereich nach Art
eines Sandwich mit den Kartenlaminaten verbunden. Wird die
Biegesteifigkeit des Verstdrkungsringes so gewdhlt, daf sich
bei Verbiegung der Chip-Karte - im Rahmen des {iiblichen Ge-
brauchs bzw. im Rahmen der ISO-Norm 7816 - der Verstdrkungs-
ring nicht verbiegt, so wirkt das oder die in die Chip-Karte
integrierten Trégerelemente weiterhin wie eine verwindungs-
steife Zelle und schiitzen den Halbleiterkristall zuverlds-
sig. Bei der Chip-Karten-Herstellung als auch beim Kartenge-
brauch auftretende Druck- und Scherkréfte werden im wesent-
lichen von dem Versteifungsring aufgenommen und somit vom
Halbleiter-Chip ferngehalten.

Bei dem erfindungsgemifen Herstellungsverfahren nach An-
spruch 15 wird das Material fiir den Versteifungsring in Form
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eines ersten Bandes bzw. Flachbandes bereitgestellt. Dieses
aufgerollte Flachband wird abgewickelt und mit einer Klebe-
schicht versehen, so daf ein Kombiband entsteht. Die Klebe-
schicht kann als trdgerloses Klebeband in Standardform durch
Aufwalzen auf dem Kombiband erzeugt werden. Alternativ
hierzu kann die Klebeschicht durch unmittelbares Aufspriihen
auf das erste Band erzeﬁgt werden. Das mit Klebeschicht ver-
sehene Kombiband wird automatisch einem Stanzwerkzeug zuge-
fiihrt, durch das der Versteifungsring in der gewiinschten
Form aus dem Metall ausgestanzt wird, jedoch so dap er in
dem Band verbleibt. Das Kombiband mit dem ausgestanzten Ver-
steifungsring wird mittels eines Handhabungsautomaten iiber
das ebenfalls in Form eines Endlosbandes - zweites Band -
automatisch zugefiihrte flexible Trigersubstrat positioniert
und der Versteifungsring wird mit dem flexiblen Trédgersub-
strat verpreft bzw. verklebt. In einem weiteren in der
Zeichnung nicht n3her dargestellten Verfahrensschritt wird
das zweite Band mit wenigstens einem integrierten Schalt-
kreis bestiickt, der iiber die Anschlufpunkte elektrisch ange-
schlossen wird. Anschliefend wird in einem ebenfalls nicht
ndher dargestellten Verfahrensschritt das Innere des Ver-
steifungsrings mit einer Abdeckmaske ausgefiillt, so dap der
Halbleiter-Kristall von der Abdeckmaske schiitzend umgeben
ist. Die so entstehenden Trédgerelemente liegen nach wie vor
in Form eines Bandes vor und kénnen somit ohne weiteres
automatisch weitervérarbeitet werden.

Die einzelnen Verfahrensschritte des erfindungsgemifen Ver-
fahrens sind im Sekundentakt ausfithrbar und erlauben somit
eine kostengiinstige Fertigung bei grofen Stiickzahlen.

Weitere Einzelheiten, Aspekte und Vorteile der vorliegenden
Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen.
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Es zeigt:
Fig. 1 Eine Schnittansicht einer bevorzugten Ausfiih~
5 rungsform des Trégerelements mit IC;
Fig. 2 eine Aufsicht auf die Ausfiihrungsform nach Fig.
1;
10 Fig. 3 eine schematische Darstellung einer ersten Vari-
ante eines Herstellungsverfahrens fiir die Tri-
gerelemente nach Fig. 1;
Fig. 4 eine zweite Variante eines Herstellungsverfah-
15 rens fiir die Trégerelemente nach Fig. 1;
Fig. 5 einen Schnitt durch eine erste Ausfiihrungsform
einer Chip-Karte mit dem Trigerelement nach Fig.
1; und '
20
Fig. 6 einen Schnitt durch eine weitere Ausfiihrungsform
einer Chip-Karte mit dem erfindungsgeméfien Tra-
gerelement.
25 Das erfindungsgemidfe Trédgerelement 1 weist ein flexibles
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Tragersubstrat in Form einer flexiblen Tridgerfolie 2 auf,
auf der ein- oder beidseitig nicht dargestellte Leiterbahnen
vorgesehen sind. Das Trégersubstrat 2 kann aus Polyimid, fa-
serverstdrktem Epoxy (EPG) oder ' Polyester bestehen. Die
Leiterbahnen stellen elektrische Verbindungen zwischen Kon-
taktfldchen 4 und Anschlufpunkten 6 her. itiber die Anschluf-
punkte 6 wird mittels aufgebondeten Golddrihten 3 der elek-
trische Kontakt zu einem integrierten Schaltkreis bzw. Halb-
leiter-Chip 7 hergestellt. tber die Kontaktflichen 4 wird
spdter beim Gebrauch der fertiggestellten Chip-Karte der
Kontakt zu dem Halbleiter-Chip 7 hergestellt. In dem Tri-
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gerelement 1 nach Fig. 1 liegen die Kontaktflichen 4 auf der
einen Seite der flexiblen Trdgerfolie 2 und die Anschlup-
punkte 6 auf der anderen Seite der flexiblen Trégerfolie.
Auf der Seite mit den Anschlufpunkten 6 ist auch der Halb-
leiter-Chip bzw. -Kristall 7 auf der Trdgerfolie 2 angeord-
net. Auf dieser Seite der flexiblen Trdgerfolie ist auch ein
den Halbleiter-Chip bzw. Halbleiterkristall 7 umschliefender
Versteifungsring 8 befestigt. Der Versteifungsring 8 iiber-
deckt lediglich einen Teil der Fliche des Trdgersubstrats 2.
Der Versteifungsring 8 besteht aus der Metall-Legierung
CuSné mit einer Hi&rte von 195 HV. Die wesentlichen mechani-
schen Eigenschaften dieses Materials sind der nachfolgenden
Tabelle zu entnehmen.

CuSné hart federhart doppelfederhart

Zugfestigkeit Rnp ,
in N/mm2 480-~580 550-650 min. 630

0,2 %-Dehngrenze

Rp 0,2

in N/mm? min. 450 | min. 510 min. 600
Bruchdehnung

Ag % min. 20 10 6

Ajg % min. 15 8 -
Vickershirte 160-190 180-210 min. 200
Brinellhirte 150-180 170-200 min. 190
Federbiege-

grenze Rpp

in N/mm® mind.350 | ;¢0 190
in N/mm2 mind.370 180-210
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Der Versteifungsring 8 und der Halbleiterkristall 7 sind
mittels einer Klebeschicht 10 auf der flexiblen Tridgerfolie
2 befestigt. Das Innere des Versteifungsringes (8) ist mit
einer Abdeckmasse 11 ausgefiillt, so dap die Halbleiter-Kri-
stalle 7 samt Bonddr&hten 3 von der Abdeckmasse 11 schiitzend

umgeben sind.

Fig. 2 zeigt das Trédgerelement 1 von Fig. 1 von oben. Der
Versteifungsring 8 weist eine Dicke von ca. 0,4 mm auf und
kann somit ohne weiteres in Chip-Karten mit einer Normdicke
von 0,76 mm (ISO-Norm) integriert werden. Der Versteifungs-
ring 8 ist in seiner Grundform kreisringférmig mit einem in-
neren Durchmesser von Rl = 4,5 mm und einem &uferen Durch-
messer von R2 = 6,0 mm. Der Versteifungsring 8 weist auf
seiner Aufenseite zwei einander gegeniiberliegende gerade Be-
reiche 12 und 13 auf. Die geraden Bereiche 12 und 13 ermdg-
lichen bzw. erleichtern die Orientierung des Versteifungs-
rings 8 auf der Trédgerfolie 2, da sie als Marken bzw. Mar-
kierungen fiir optische Erkennungsysteme von Handhabungsauto-
maten dienen. Der Aufendurchmesser Da des Versteifungsringes
8 gemessen an diesen geraden Bereichen 12 und 13 betrégt ca.
10,4 mm, der Innendurchmesser Di des Versteifungsringes be-
trdagt an diesen Stellen 8,4 mm. Auf der Innenseite des
Versteifungsringes 8, den geraden Bereichen 12 und 13 gegen-
Uberliegend, sind ebenfalls Marken fiir optische Erkennungs-
systeme in Form von rechteckférmigen Vorspriingen 14 und 15
vorgesehen. Die Vorspriinge 14 und 15 dienen in erster Linie
zur Orientierung von vollautomatischen Bond-Maschinen. Zu-
sdtzlich erhdhen die Vorspriinge 14 und 15 auch die Stabili-
tdt des in den geraden Bereichen 12 und 13 schmileren Ver-
steifungsrings 8. Das Aufenmaf da ist durch die ISO-Norm
vorgegeben. Die Tiefe T dieser Vorspriinge betrdgt dabei ca.
0,5 mm und ihre Breite B ca. 1,4 mm. Die Form des
Versteifungsringes 8 gemdf Fig. 2 weist zum einen eine genii-
gend hohe Biegesteifigkeit auf und zum anderen ist diese
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Form fiir den Einsatz in Chip-Karten nach ISO-Norm optimiert.
In dem Versteifungsring 8 gemip Fig. 2 lassen sich Halblei-
ter-Chips bis zu einer Grundfliche bis zu 5,7 x 5,7 mm ein-
setzen. Das Vorsehen von Marken fiir optische Erkennungssy-
steme erlaubt eine rationelle Fertigung der Tr#gerelement
mit hohen Stiickzahlen.

Das erfindungsgemdfe Trigerelement 1 nach Fig. 1 wird vor-
zugsweise in Bandform hergestellt, d. h. eine Mehrzahl von
aufeinadnerfolgenden Trigerelementen wird in Form eines
Flachbandes bereitgestellt. Fig. 3 dient der Erlduterung
einer ersten Variante eines Herstellungsverfahrens fiir die
Trédgerelemente nach Fig. 1. Die flexible Trdgerfolie 2 mit
aufkaschierten Leiterbahnen, Kontaktflichen 4 und Anschluf-
punkten 6 liegt in Form eines ersten Bandes 16 vor. Ein dop-
pelseitiges Klebeband 18 gzur Bildung der Kelbeschicht 10
wird bereitgestellt. Eine Seite des Klebebandes 18 ist mit
einer nicht dargestellten Schutzfolie iiberzogen. Beide Bin-
der liegen in Rollenform vor. Die beiden B&nder 16 und 18
werden abgerollt und einer Prefvorrichtung 20 zugefiihrt. Die
Zusammenfiihrung der beiden Bander erfolgt dabei so, daf die
Seite des Klebebandes 18, die keine Schutzfolie aufweist
durch die Prefvorrichtung 20 mit dem ersten Band 16 verklebt

wird. Das entstehende K_ombi-Band 22 mit der Klebeschicht 10 °

kann entweder unmittelbar einer Ringstanze 24 zugefiihrt wer-
den oder wieder aufgerollt und zu einem spdteren Zeitpunkt
weiter verarbeitet werden. Die Ringstanze 24 stanzt aus dem
Kombi-Band den Versteifungsring 8 in der gewiinschten Form
aus. Die Ringstanze 22 ist jedoch so ausgebildet, dap der
Versteifungsring 8 in dem Kombi-Band 22 verbleibt, so dap
das Kombi-Band 22 mit dem Versteifungsring 8 weiterverarbei-
tet werden kann. In einem nichsten Verfahrensschritt wird
die in Form eines zweiten Bandes 26 vorliegende flexible
Tragerfolie 2 mit dem Kombi-Band 22 zusammengefiihrt und die
beiden Binder 22 und 26 werden relativ zueinander in einer
Positionier- und Prefvorrichtung 28 so positioniert, dapf der

e
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Versteifungsring 8 in der gewiinschten Lage {iiber den An-
schlufpunkten 6 zu liegen kommt. In einem weiteren Verfah-
rensschritt wird der Versteifungsring 8 aus dem Kombi-Band
22 herausgedriickt und in der gewlinschten Position mit den
zweiten Band 26 verklebt. Dazu muf vorher, vorzugsweise zwi-
schen Ringstanze 24 und dem Zufiihren des zweiten Bandes 26,
die noch auf dem Kombi-Band 22 befindliche Schutzfolie ent-
fernt werden (nicht dargestellt). Das verbleibende Kombi-
Band 22 ohne Versteifungsring 8 kann aufgesammelt werden und
die entstandenen Trédgerelemente 1 mit Versteifungsring 8 in
Form eines Endlosbandes k&nnen entweder ebenfalls aufgerollt
werden oder unmittelbar der weiteren Verarbeitung, dem Be-
stiicken mit dem Halbleiterkristall 7, zugefiihrt werden.

Fig. 4 zeigt eine zweite Variante eines Verfahrens zur Her-
stellung der Tr&gerelemente nach Fig. 1. In Fig. 4 sind ent-
sprechende Komponenten mit den gleichen Bezugszeichen verse-
hen wie in Fig. 3. Das in Fig. 4 schematisch dargestellte
Verfahren unterscheidet sich von dem Verfahren gemi#p Fig. 3
lediglich dadurch, daf die Klebeschicht 10 nicht in Form
eines doppelseitigen Klebebandes auf das erste Band aufge-
bracht wird, sondern unmittelbar mittels einer Klebestoff-
Sprithvorrichtung 30 auf das erste Band 16 aufgebracht wird.
Da die Klebeschicht 10 dann ohne Schutzfilm vorliegt, wird
die Klebeschicht 10 erst nach dem Ausstanzen des Verstei-
fungsrings 8 in der Ringstanze 24 durchgefiihrt. Das mit der
Klebeschicht 10 versehene Kombi-Band 22 wird dann unmittel-
bar der Pref- und Positioniervorrichtung 28 zugefiihrt, der
ebenfalls die flexible Trigerfolie 2 in Form des zweiten
Bandes 26 3zugefiihrt wird. Die weiteren Verfahrensschritte
entsprechen dem Verfahren nach Fig. 3.

Es sei betont, dap sd&mtliche Verfahrensschritte vollautoma-
tisch ohne jegliche Handarbeit durchgefiihrt werden. Anstatt
das Material fiir den Versteifungsring 8, die Trédgerfolie,
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etc. in Bandform zuzufiihren, kann es auch mittels bekannter
Magazinanordnungen zugefiihrt werden.

Die nach dem Verfahren gemipf Fig. 3 bzw. 4 hergestellten
Trdgerelemente 1 in Form eines Flachbandes werden dann eben-
falls vollautomatisch mit einem oder mehreren Halbleiter-
Kristalle 7 bestiickt und das Innere des Versteifungsrings 8
mit dem Halbleiter-Kristall 7 und Anschlufdrdhten 3 wird
dann mit der Abdeckmasse 11 ausgegossen. Wenn die Abdeck-
masse 11 ausgehdrtet ist, wird, sofern nbtig, tiberschiissige
Abdeckmasse abgeschliffen. Das Bestiicken der Trégerfolie
bzw. Trigersubstrate 2 mit den Halbleiterkristallen 7 ge-
schieht mittels bekannter Verfahren bzw. mit bekannten voll-
automatischen Bestiickungsvorrichtungen und Bond-Maschinen.
Auch das Ausgiefen des Inneren des Versteifungsrings 8 mit
der Guf- bzw. Abdeckmasse 11 geschieht in bekannter Weise.
Die so entstehenden mit einem oder mehreren Halbleiter-
Schaltkreisen bestiickten Trigerelemente 1 k&nnen dann sepa-
riert und beispielsweise in Chip-Karten eingebaut werden. In
vorteilhafter Weise erfolgt das Trennen der einzelnen fer-
tigbestiickten Trigerelemente erst unmittelbar vor bzw. beim
Einbau in die Chip-Karten.

Das vorstehend beschriebene Trigerelement nach Fig. 1 ist
insbesondere fiir den Einbau in Chip-Karten nach ISO-Norm ge-
eignet und ausgelegt. Die erfindungsgeméfen Trigerelemente
lassen sich natiirlich auch in andere Schaltungen und Vor-
richtung einbauen, die mechanischen Beanspruchungen ausge-
setzt sind.

Fig. 5 zeigt eine Schnittansicht einer ersten Ausfithrungs-
form einer erfindungsgemifen Chip-Karte 36. Die Chip-Karte
36 weist einen Kartenk®rper 37 mit einem darin integrierten
Trdgerelement 1 auf auf dem der integrierte Schaltkreis 7
aufgeklebt ist. Das Tridgerelement 1 mit Halbleiter-Chip 7
ist in eine entsprechende Aussparrung 38 des Kartenkdrpers

£l
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37 eingebettet. Die Oberseite des Versteifungsrings 8 wird
von einer Abdeckschicht 40, die Teil des Kartenkdrpers 37
ist, iliberzogen. Die Unterseite des Trédgerelements 1 bzw. der
Trdgerfolie 2 fluchtet mit einer Seite der Chip-Karte 36, so
daf die Kontaktfldchen 4 von dieser Seite der Chip-Karte 36

zugdnglich sind.

Fig. 6 zeigt schematisch eine bevorzugte weitere Ausfiih-
rungsform einer Chip-Karte 50. Auch die Chip-Karte 50 weist
einen KartenkSrper 52 auf, in den das erfindungsgemife Trd-
gerelement 1 mit IC integriert ist. Der Kartenk®Srper 52 be-
steht aus vier Laminatschichten, einer oberen Deckschicht
54, einer Mittelschicht 55, einer Ausgleichsschicht 56 und
einer unteren Deckschicht 57, die bei der Herstellung der
Chip-Karte 50 unter Heifidruck zum Kartenk®rper 52 verpreft
werden. Die Mittelschicht 55. die Ausgleichsschicht 56 und
die untere Deckschicht 57 weisen Ausnehmungen auf, die zu-
sammen eine Aussparung 58 bilden, ‘den das Tr#igerelement 1
ausfiillt. Die obere Deckschicht 54 iiberdeckt den Verstir-
kungsring 8. Dann folgt als n#chste Laminatschicht die Mit-
telschicht 55, deren Dicke kleiner als die H¥he des Verstir-
kungsringes 8 ist und eine Ausnehmnung aufweist, die dem
Querschnitt des Verstdrkungsringes 8 entspricht. Dann folgt
die Ausgleichsschicht 56, deren Dicke gleich der Dicke des
Trégersubstrats 2 ist. Die Ausgleichsschicht 56 weist eine
Ausnehmung auf, die der Fldche des Trigerelemnts 1 ent-
spricht und die somit gréfer ist als die Ausnehmung in der
Mittelschicht 55. Schlieflich folgt noch die untere Deck-
schicht 57, die die andere Seite des Trdgerelements 1 und
damit das Trédgersubstrat 2 abdeckt und nur die Kontaktfld-
chen 4 frei zugdnglich 1&Bt. Damit wird nicht nur das ganze
Trédgerelement 1 sandwichartig durch Laminatschichten einge-
schlossen, sondern ebenso der nicht von dem Verstdrkungsring
8 iiberdeckte Teil des flexiblen Trigersubstrats 2.
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Der Halt des Tr&dgerelements 1 in dem Kartenkdrper 52 wird
zusdtzlich noch dadurch verbessert, dap der nicht von dem
Verstdrkungsring 8 iiberdeckte Teil des Trégersubstrats 2
tiefer in dem fertigen Rartenkdrper 52 angeordnet ist, als
der von dem Verstdrkungsring 8 i{iberdeckte Teil des Triager-
substrats 2. Damit bildet der von dem Versteifungsring 8
Gberdeckte Teil des Trégersubstrat 2 eine flache Mulde im
nicht von dem Versteifungsring 8 iiberdeckten Teil des Tréa-
gersubstrats 2. Um die Anordnung nach Fig. 6 zu ermdglichen,
muf eine besonders flexibles Trédgersubstrat 2 verwendet wer-
den. Besonders geeignet ist hierfiir eine Folie aus Polyimid
wegen ihrer Temperaturstabilitdt bis 250°C und ihrer hohen
Flexibilitd@t. Die Dicke der verwendeten Folien liegt bei ca.
100 um.

Zum Zugriff auf den in der Chip-karte eingebetteten Halblei-
terkristall kann anstelle des Zugriff {iiber Kontaktflichen
auch {iber Induktionsschleifen zugegriffen werden. Dies hat
den Vorteil, daf obere und untere Deckschichten keinerlei
Ausnehmungen aufweisen miissen, d. h. das Trdgerelement ist
vollstédndig in den Kartenkérper eingebettet.

Es lassen sich auch mehrere Trédgerelemente oder ein einzel-
nes Trdgerelement mit mehreren nebeneinander angeordneten
Versteifungsringen in eine Chip-Karte einbauen.

»



PCT/DE90/00559

WO 91/01533
- 15 -
5
Patentanspriiche
10

15

20

25

30

35

Trdgerelement mit wenigstens einem integrierten Schalt-
kreis in Form eines Halbleiterkristalls, insbesondere
fiir den Einbau in Chip-Karten, mit

einem flexiblen Trdgersubstrat auf dessen Oberfldchen
mehrere Kontaktfldchen vorgesehen sind, die iiber Lei-
ferbahnen mit Anschluppunkten fiir den integrierten
Schaltkreis verbunden sind, und

einem auf dem flexiblen Tragersubstrat befestigten,
ringférmigen Versteifungsring in dessen Innerem der
bzw. die integrierten Schaltkreise angeordnet sind, da-

durch gekennzeichnet,

daf3 der Versteifungsring (8) nur einen Teil der Flé&che
des flexiblen Tr&gersubstrats (2) umschlieft, und

daf der Versteifungsring (8) eine wesentlich héhere
Biegesteifigkeit aufweist als das flexible Trdgersub-
strat (2), so dap sich bei Verbiegung des flexiblen
Trédgersubstrats (2) der Versteifungsring (8) nicht ver-

biegt.

Trdgerelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dap der Versteifungsring (8) kreisringférmig

ist.

Trédgerelement nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, daf8 das Material, aus
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dem der Versteifungsring (8) besteht einen Elastizi-
tédtsmodul aufweist, das gréfer als 500 N/mm2 ist.

Trédgerelement nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, daf der Versteifungs-
ring (8) aus Metall bzw. einer Metall-Legierung be-
steht.

Tragerelement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, daf der Versteifungsring (8) aus CuSn6, 195 HV
oder CrNi 17/7, 220 HV besteht.

Trdgerelement nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet r dap der Versteifungs-
ring (8) mit dem flexiblen Trdgersubstrat (2) ver-
klebt ist.

Tragerelement nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dap der Versteifungs-
ring (8) Marken (12, 14) fiir optische Erkennungs-
systeme aufweist.

Trdgerelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daf die Marken (12, 14) zapfenférmige Vor-
spriinge (14) umfassen, die in das Innere des Ver-
steifungsrings (8) weisen.

Trédgerelement nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dap die Marken (12, 14) gerade Berei-
che (12) am &uferen Rand des Versteifungsringes (8)
umfassen.

Tragerelement nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, daf das flexible Tri-
gersubstrat (2) aus Polyimid besteht.

K



WO 91/01533
11 .
5
12.
13.
10
15
14,
20
25
15.
30
35

- 17 - PCT/DE90/00559

Chip-Karte mit wenigstens einem integrierten Schalt-
kreis, der auf einem Trédgerelement angeordnet ist,
gekennzeichnet durch ein Trigerelement (1) nach
einem der Anspriiche 1 bis 10.

Chip-Karte nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
daf es sich um eine Chip-Karte in ISO-Norm handelt.

Chip-Karte nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die Biegesteifigkeit des Versteifungs-
rings (8) hdher ist als die Biegesteifigkeit her-
kémmlicher Chip-Karten, so dap sich bei Verbiegung
der Chip-Karten, wie sie im {iiblichen Gebrauch auf-
treten, der Versteifungsring (8) nicht verbiegt.

Chip-Karte nach einem der Anspriiche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daf der Teil des Tréagersub-
strats (2), der von dem Versteifungsring (8) iiber-
deckt ist, eine Flache Mulde in dem Teil des Tréger-
substrats (2) bildet, das nicht von dem Verstei-
fungsring (8) iiberdeckt wird, so dap der Teil des
Trégersubstrats (2), der nicht von dem Versteifungs-
ring (8) iberdeckt wird, tiefer in der Chip-Karte
angeordnet ist.

Verfahren zur Herstellung eines Trigerelements nach
einem der Anspriiche 1 bis 10 mit den Verfahrens-

schritten:

a) Bereitstellen des Materials fiir den Verstei-
fungsring (8) in Form eines ersten Bandes (16);

b) Bereitstellen des flexiblen Trigersubstrats (2)
mit Leiterbahnen, Kontaktflichen (4) und An-
schluppunkten (6) fiir integrierte Schaltkreise
in Form eines zweiten Bandes (26);
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Versehen des ersten Bandes (16) mit einer Klebe-
schicht (10), so daf ein Kombi-Band (22) ent-
steht;

Ausstanzen des Versteifungsringes (8) aus dem
Kombi-Band (22) derart, daf der Versteifungsring
(8) in dem Kombi-Band (22) verbleibt;

Zusammenfiihren des Kombi-Bandes (22) mit dem
ausgestanzten Versteifungsring (8) und dem zwei-
ten Band (26) und Positionieren der Verstei-
fungsringe (8) in dem Kombi-Band (22) iiber den
Anschlufpunkten (6) fiir integrierte Schaltkreise
auf dem zweiten Band (26);

Trennen der Versteifungsringe (8) von dem Kombi-
Band (22) und Verkleben der positionierten Ver-
steifungsringe (8) mit dem zweiten Band (26).

Bestiicken des zweiten Bandes (26) mit wenigstens
einem integrierten Schaltkreis (7) und Herstel-~
len der elektrischen Verbidnungen zwischen den
Anschlufpunkten (6) und dem integrierten Schalt-
kreis; und

Ausfiillen des Inneren des Versteifungsrings (8)
mit einer Abdeckmasse (11).

Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,
dapg die Verfahrensschritte c) und d) vertauscht
sind.

Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daf im Vefahrensschritt C) ein doppelsei-

<
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tiges Klebeband (18) mit dem ersten Band (16) ver-
preft wird.

Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daf im Verfahrensschritt c) die Klebe-
schicht (10) auf das erste Band aufgespriiht wird.
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